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(54
) Magnetron pro deposici tenkych vrstev ve vakuu

Magnetron pro magnetronovou deposicl ten-
kych reaktivnich i nereaktivnich vrstev

ve vakuu sestaveny z t&lesa magnetronu,
z desky z feromagnetického materiélu,
kter# -Je opattfena vybrénimi, na nich2
jsou umistény sady magnetl. Maanety maji

ve sttedové &ésti opadnou polarizaci

ne?li macrety umisténé mna obvodé desky.
Nad maanety je target a polaovy néstavec.
Maonetron miZe byt nouzit 1 s anodickym
plastém, Magnetron lze nouZit v za¥{ze-
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Vyndlez ¥e31 magnetron na magnetronovou deposici tenkych
reaktivnich i neresktivnich vrstev ve vekuu,

V soulasné dob& se vyuZivd riznych FedSeni magnetroni,jek pro
kruhové targety,tek i pro targetipbdélnikové. Tato zarizeni maji.
spole&ny znek nutny pro vytvoreni magnetronového plasmatického
vyboje, a to negativni elektrické pole = k nému kolmé pole magw
netické, Vlastnosti msgnetronu jsou dény Jjednek jeho konstruké-
nim uspordddnim, predev3im v3ak velikosti a tvarem magnetického
pole., Toto magnetické pole ovlivnuje pracovni volt - ampérovou
charakbristiku magnetronu, deposini rychlost, rovnomérnost od-
praSoveného materidélu, velikost oblaku horkého i studeného ples-
matu, ale i vyuZiti targetu a tedy i d&innost procesu. NejpouZi-
vanédjsim FeSenim v soulasné dob& je resSeni magnetického pole
podle obr.2. Toto FfeSeni, piredstavujici dosavadni stav techniky,
mé vyhodu v jednoduchosti tveru megnetického obvodu, jeho nevy-
hodou je ale nizké hodnota intenzity megnetického pole ne povrchu
targetu a vedlej3i magnetické pole produkujici ve vakuu para -
zitnf vyboje. Toto FeSeni neumoZnuje umistini celého megnetronu
do vakua nebot nepracovni &dést megnetronu a p¥ivody chledici
kepaliny a negativniho napéti musi byt na atmosférickém tlaku
0dd&len¥ od deposi¥ni komory. Sou¥asn& toto FeSeni neumoZnuje
bez néro&nych konstrukinich fefeni zm&nu polohy megnetronu ve
vekuové komore pii nutnosti zmény vzddlenosti magnetron - sub-
strét nebo magnetron - magnetron. Toto PeSeni je nevyhovujici
i z dlvodu vyrobni sloZitosti magnetického obvodu vzhledem k
nutnosti provddét magnetizaci obvodu ji%Z v sestaveném stavu.

VySe uvedené nedostatky jsou z &dsti odstranény magnetronem
dle vyndlezu, jehoZ podstata spolivd v tom, Ze v t&lese megne-
tronu je vloZena deska z feromagnetického materidlu, Jjejiz
horni &dst, na niZ jsou umistény megnety, je opat¥ena vybréni-
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mi. Magnety ve st¥edové &dsti maji ope¥nou polarizaci neZli
magnety umisténé po obvodu desky. Délka kaZidého maegnetu Je
0,9 - 1,1 maximélniho rozméru megnetu v p¥{&ném Fezu, piilemZ
ned magnety a ned té&lesem megnetronu Je umistén target, opa-~
t¥eny t¥snicim krouZkem a déle je zde umistdn polovy ndstavec.
T&leso magnetronu je vloZeno do snodického pldit& a je od n&ho
oddéleno izoladnimi rozp&rkami.

Magnetron dle vyndlezu mé vy331 intenzitu magnetického po-
le,p¥i pouZiti stejnych magneti,a mend3i intenzitu pole vedlej-
8itho, coZ vede k niZ3{ ndchylnosti magnetronu k peraszitnim vy-
bojim. Magnetron dle vyndlezu je vhodny,jek pro provedeni p¥i-
rubové z vnéjsi &dsti vaekuové komory, tek i pro umisténi p¥imo
do vakuové komory 8 moZnosti pouZiti pohyblivych p¥ivodl chle-
dici kepaliny i negativniho napéti, coZ mé za ndsledek moZnost
zmény polohy megnetronu ve vekuové komofe.

Na p¥ipojeném vykrese je zndzornsn p¥ikled provedeni meg-
netronu dle vyndlezu, kde znedi: obr.l v fezu je zobrazen
prikled provedeni maegnetronu dle vyndlezu, na obr, 2 je v fe-
zu p¥iklad megnetronu podle dosavadniho stavu techniky se znd-
zornénym hlavnim a vedlej3im megnetickym polem,

Magnetron na obr. 1 je tvo¥en t&lesem magnetronu ), kte-
ré Je z neferomegnetického materidlu. V t&lese megnetronu 1
Je vybréni, do kterého je vloZena deska mmgmmkk 2 s magnetic-
kym obvodem sloZenym z jednotlivych megnetd 3., Deska 2 musi
byt z feromagnetického meteridlu. Ne t&leso megnetronu ] je
priloZen terget 4 z odpraSovaného meteridlu a polovy ndste-
vec 5. Target 4 a polovy ndstavec 5 jsou p¥ipevn&ny &rouby
( negndzorn¥no) k t&lesu megnetronu )] p¥es t&snic{ krouZek 9.
Tim je isolovén chladici obvod magnetronu od vekuového pro-
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storu, Chledici kepeline se privéd{ p¥ivodem 7 a odvadi odvo-
dem 8 . Celé zarizeni je zakryto enodickym pléstém 6, ktery
Je isolovené od katody uloZen pres isoledni rozpdrné vlioZky
10. Anodicky plé3t 6 je z neferomsgnetického materidlu s mi-
Ze byt chlazen. Magnetron miZe byt pouZit i bez tohoto snodic-
kého pléasté 6, Téleso magnetronu 1 miZe mit tvaer kruhu, &tver-
ce nebo i obdélniku, DileZitym prvkem je zde hloubke vybréni
11 v desce 2, kterd ovlivnuje délku siloder. U obdélnikového
tveru megnetronu mé vybrdni v desce 2 tvar obdélniku, u kru-
hového magnetronu mé& vybrédni tvar mezikruidi.

Magneticky obvod je sloZen z jednotlivych magneth 3, kte-
ré -jsou jiZ ve zmagnetiovaném stavu & u nichZ pomér charekte~.
ristickych rozmé&rd délky k meximdlnimu rozméru v pii¥ném Fezu,
' je 0,9 - 1,1. Tim Jsou zajistény optimdlni vlastnosti obvodu
bez nutnosti magnetizace 2% po sloZeni obvodu. Magneticky ob-
vod je ulefen na desce2 z feromegnetického materidlu, kterd
mé mezi opadnd polovenymi Padami magnetd 3 vybréni tekové,

Ze délka silolar do desky 2 je deldfi, neZli vzddlenost mezi
fademi megnetd 3. To umoZnuje pFednostni uzavirén{ megnetic-~
kych silodar v horni oblasti smérem k targetu 4 = tim i zvy-
Seni intenzity megnetického pole v tomto sméru. Pro omezeni
vliivu vedlej3iho magnetického pole je pred tergetem 4 vlioZen.
polovy nédstavec 5 z feromagnetického meteridlu, stehujici
magnetické siloldry z obvodové oblasti megnetronu pred target
4. Toto YelSeni zvySuje pomér mezi intenzitou hlavniho magne-
tického pole a vedlej3iho magnetického pole a tim zvyduje
odolnost magnetronu proti vzniku parazitnich vyboji. Soudas-
né tento polovy néstavec 5 roztshuje megnetické silodsry

ze stiedu targetu 4 k okrejim a tim se rozdiruje i erosni ob-
last, zvysuje vyuZiti tergetu 4 i G¥innost procesu. Vzhledem
k tomu, Z%e okolo magnetronu je vyivoreno po celém obvodu ano-
dické stinéni ve vzddlenosti 2-8 mm, je vliv vedlejsiho mag-
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netického pole zcela potladen a to umoinuje vlioZeni celého

magnetronu do vekuové komory bez nutnosti ut&snini zadni

gdsti megnetronu a p¥ivodu chledici kepeliny p#ivodem 7T

a teké piivodu negativniho nep&ti tek, aby kolem nich byl

atmosféricky tlak.

Ne obr. &.2 je schemeticky zndzorndno hlavni a ved-
lej¢{ megnetické pole u magnetronu podle dosavadnfho stavu
techniky.

Magnetron dle vyndlezu je vhodny pro resktivni i nere-
ektivni neprefovéni kovovych, nemegnetickych elektricky vo-
divych materidlld, jeko jsou nap¥., Ti, Cu, Ta, V, W, Cr atd.
Ize jej umistit jek 2z vnéjdku vekuové nddoby tek uwniti
vakuové nddoby.

PREDMET VINALEZU

1. Megnetron pro megnetronovou depozici tenkych vrstev
ve vekuu opatieny pFivodem zdéporného stejnosmErného napéti,
ptivodem a2 vyvodem chladici kapaliny‘vyznaénjici se tim,Ze
v t&lese magnetronu (1) je vloZena deske (2) z feromsgnetické-
ho materidlu, jeJiZ horni &dst, na niZ jsou umistény magnety
(3) je opatiene vybrénimi(ll), pfilem¥ magnety (3} ve stiedo-
vé &dsti meji ope¥nou polarizaci neZli magnety (3) umisténé
po obvodu desky (2) a délka ke?dého megnetu (3) je 0,9 - 1,1
meximélniho rozm&ru megnetu (3) v p¥{¥ném ¥egu, prilem? nad
magnety (3) & nad té&lesem megnetronu (1) je umistén target
(4), opatreny tdsnicim krouZzkem (9) a polovy néstavec (5).

_ 2. Magnetron pro magnetronovou depozici tenkych vrstev
ve vekuu podle bodu 1,vyznadujici se tim, Ze t&leseo magne-
tronu (1) je vloZeno do enodického plédtd (6) a je od né&ho
odd&leno izoladnimi rozpérkemi (10).

1l vikres
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